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１．概要（Summary） 

プラズマによる窒素ラジカル発生を主軸に、アンモニア

レス・低温・Inの特徴を活かす成膜技術を開拓して、高速

パワーデバイスを実現する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

表面解析プラズマビーム装置、in-situプラズマ照射表

面分析装置 

【実験方法】 

GaN基板上のGaN、AlNエピ成長前のウエット洗浄と

プラズマクリーニング条件の確認に、XPS装置で確認を

行い、それらの有効性を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 RE-MOCVD法によるエピ成長の前処理に関し、プラズ

マ処理有無と GaN基板表面状態の確認に XPS評価法

を用い（Fig.1 (a), (b)）、処理条件を選定した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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